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电气参数（除特殊说明外，V =5V)IN

CS5181E

参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VDPPM 动态路径管理输出电压阈值   VBAT+0.1  V 

VBSUP 电池向输出端放电电压阈值 VBAT=3.6V  
VOUT≤VBAT 

-40mV 
 V 

ΔVBSUP 电池向输出端放电电压迟滞 VBAT=3.6V  20  mV 

IDISC-MAX 电池过放电保护电流 VBAT=3.6V  5  A 

VO(SCP) 输出端短路保护阈值 VOUT 从高往低下降  0.9  V 

ΔVO(SCP) 输出端短路保护迟滞   70  mV 

VO(OVP) 输出端过压保护阈值 VOUT 从低往高上升  6  V 

ΔVO(OVP) 输出端过压保护迟滞   150  mV 

电池充电 

VBAT(SCP) 电池短路电压阈值 VBAT 从高往低下降  2  V 

VBAT(TC) 电池涓流转恒流电压阈值 VBAT 从低往高上升  3  V 

VBAT(CV) 电池浮充电压  4.16 4.2 4.24 V 

VBAT(RCH) 重充电压阈值 VBAT 从高往低下降  4.1  V 

VBAT(OVP) BAT 端过压保护电压 VBAT 从低往高上升  4.6  V 

KISET 充电电流因子   400  AΩ 

ICC 恒流充电电流 
非高温,非 DPPM,无

负载且 IIN(MAX)> ICC 
 KISET / RISET  A 

ITC 涓流充电电流   0.1*Icc  A 

ITERM 可编程 ITERM 端输出电流 

非 USB100 模式  38  

uA 

USB100 模式  12.7  

RTERM 充电终止电流编程电阻  1.6 K  16K Ω 
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电气参数（除特殊说明外，V =5V)IN

CS5181E

参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

IBF 充电终止电流 

默认非 USB100 模式  0.1*Icc  

A 

默认 USB100 模式  0.033*Icc  

可编程非 USB100 模式  
(RTERM*ITERM

* Icc)/1.2 
 

可编程 USB100 模式  
(RTERM*ITERM

* Icc)/3.6 
 

TDGL 充电状态转换滤波时间   32  ms 

充电时间 

RTMR 充电时间限制编程电阻  18     72 KΩ 

TMR(TC) TC 阶段充电时间限制 

TMR 脚浮空或接高电平  0.5  

Hour 

TMR 管脚接 RTMR 电阻 0.2  0.85 

TMR(CC/CV) CC/CV 阶段充电时间限制 

TMR 脚浮空或接高电平  4.5  

Hour 

TMR 管脚接 RTMR 电阻 2  7.6 

NTC 功能 

INTC NTC 端输出电流  47.5 50 52.5 uA 

VCOLD NTC 端低温保护阈值 VNTC 电压从低往高上升 1.47 1.5 1.53 V 

ΔVCOLD NTC 端低温保护迟滞   30  mV 

VHOT NTC 端高温保护阈值 VNTC 电压从高往低下降 0.98 1 1.02 V 

ΔVHOT NTC 端高温保护迟滞   30  mV 

芯片过温保护 

TJ(REG) 芯片热调节温度   120  ℃ 

TJ(OFF) 芯片热保护温度 芯片温度上升  150  ℃ 

ΔTJ(OFF) 芯片热保护温度滞回   20  ℃ 
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